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１．概要（Summary） 

ミニマルファブでは、ハーフインチウェハを用い、半導

体の製造を行う。ハーフインチウェハの開発において、そ

の結晶方位や劈開面と、現存ウェハの位置関係を予想す

ることは非常に有益である。 

今回は、XRDの機器利用を行い、ハーフインチ Siウェ

ハにおける結晶面、オリフラ方位等を調べた。 

 

２．実験（Experimental） 

XRD (X-ray Diffraction) としては、Rigaku 社の

Ultimate VI を用い、単結晶Siの測定を行った。X線は

Cu Kα源である。 

また ωスキャンを行い、ステレオ投影図により Si結晶を

理解の上、劈開しやすい面を予想した。 

 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

単結晶 Siの測定結果を Fig.1に示す。 

2θ＝69°付近にのみ、強度の高いシグナルが見え、典

型的な Siの（400）ピークであり、それ以外は見えないこと

から、単結晶で、かつ｛100｝面が出ていることが分かっ

た。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fig.1  XRD spectra about Si. 

 

また ωスキャンを行った。 

その結果から、Fig.2に示す様子が把握できた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.2 Crystallographic orientation assumed by XRD 

spectra. 

 

４．その他・特記事項（Others） 

なし。 

 

５．論文・学会発表（Publication/Presentation） 

なし。 

 

６．関連特許（Patent） 

なし。 
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